2006-11-14

Arbetspunkt @

(figl). KVL:
ug=up-+ip-R
iy YA _uD
PR R
(fig2).
Zenerdiod Symbol: se figur 1.
+
N . w iD
eller
—V | I__l

Figur 1. Symbolen for zenerdiod

Karakteristik (fig3).
EXEMPEL (zenerdiod i zeneromradet) (figd). Om U, > E,, (figh).
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Bipoléra transistorn (BJT)
Fysisk struktur: tv& typer: pnp, npn. (fig6). Symbol: (fig6).
Transistorn har tre tillstand:
Aktiv. BE-pn-6vergangen ar framspand, BC-pn-6vergangen adr backspand.
Strypt. Bada pn-Gvergangarna dr backspinda.
Bottnad. Bada pn-Gvergdngarna dr framspénda.
Laddningstransport, npn-transistorn i aktiva omradet (enkel modell). (fig8)

BE-pn-6vergang framspand. e~ fran emitter till bas.



Bas-region tunn. e~ kinner av negativ collektorpotential, dras mot collektor.

Det initiala laddningsflédet styrs av upg.

Bipolidra transistorn, samband mellan stréom och spinning.

Utga ifran Shockleys ekvation (npn-transistor). (fig9).
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(Jamfor med diodekvationen, n=1). Igs mellan 1072 och 10716 A.

V= (%) =25 mV vid rumstemperatur

(figl0). KCL: ip+ic+ip=0
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Antag Ugg > néagra tiondels volt — aktiva omradet. “Ettan forsummas i ekvationen”.
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Ingangskarakteristik (figll). Utgangskarakteristik (figl2).
Beteckningar

e Totala momentana virden: ig, ugg, ic, ...

e Palagrade virden [AC]: iy, Upe, ic, -

e Fixa vérden [DC]: Ip,UgE, Ic, ...

ip=Ip+1p
upg =UBE + Upe

Storsignalmodeller (BJT) (figl3).



